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MEMORIA DESCRIPTIVA
pare solicitar
PATENTE DE INVENCION
en

ESPAR A
por VEINTE &fios
a nombre de N, V, PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, constitui-

da en Eindhoven, domiciliada en Emmaeingel, 6, EINDHOVEN,

Helanda, por:
UN SISTEMA DE BLICTRCDCS
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El invento ss refiere s un sistema de electrodos pa-
ra rectificar oscilaciones eléctricas de slta o medie fre-
cuencia, en la cuel los electrodos positivos y negativos se

" - componen de cepes de meterial de poder emisor, muy distinto
! 5 y seperedas nor una capa aisladora fija,
El invento tiene por objeto conseguir en un sistema

de electrodos una sutecapacidad pequeia y exactamente repro-

ducible,

Ya se ha propuesto aplicar sobre una capa de grefits
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utilizada como conductor de corriente en un detectdr de bxi-
do cuproso, un contacto cénico de plomo, En este czso la
capacidad ee determinades, entre otres cosas, por la superfi-
cie de 1& cepa de grafito existente bajo el cono de plomo,
Con este capa no solo eg dificil lograr una pagque?a super-
ficie reproducible, sino que ademas de este modo no se in-
fluye en todos los factores principales que determinan la
megnitud de la capacided, =n efecto, no es golo la super-
ficie de lamr partes conductoress en el sistema de electro-
dos la que determina la cepecidéd, sino que esta depende
tembien del grueso de le cutfcula sisladores entre les par-
tes conductoras. Por tento es imposible determinar de an-
temsno le capacidad en un detector de dxido cuproso, pues
gungue se tiene més o menos en la meno el tame®o de las
superficies de contacto de las partes conductoras del sis-
tema, nunca se puede determinar de antemano cual seré el
grueso de la cutfcula de 4xido cuproso estequiomédtricamente
debida despues de la oxidacidn del cobre que sirve de me-
tal bésico, porque la capa de separacién aisladora, esto

eg la capea oclusiva, entre los electrodos se forma al mis-
mo tiemmo que el electrodo semi-conductor, de modo que el‘
grueso de dichas capas no se puede regular précticamente vor
gsepareado,

Ahora bien: el invento hace posible determinar de
entemano lag cepecidad de un sistemz de eXectrodo, para
rectificar o controlar oscilaciones de alta o medis fre-
cuencia, Esto se hace empleando la combinacidn de una ca-
pa oclusivea aisladora entre los electrodos, apliceds por
geparado, y una superficie limitade de contacto a lo sumo
de 10 mmc vara una por lo menos de lss partes que influ-
ven en le capecidad del sistema,

Una cave oclusiva dispussta por sepsrado tiene
la ventaje de que la misma se puede splicar entre los
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electrodos en cualquier grueso deseado gue se determine pre-
viemente,
' 45 Por tanto, un sistema construido segln el inveanto
tiene la gran ventaja de gue la autocepacidad es reglada an-
tes de la construccidén y no depende de cuslguier causa in-
controleble.

Un detsctor de cristal tel como se utilizsbs santes
en gparatos de redio sclo tiene efecto rectificedor en uno
o en 2lgunos puntos de su superficie, y ésto donde hay en
la misme uns cuticula oclusive, y zdemds de grueso tal que

su resietencis no tenga un velor demasisdo slto y corresprn-

da & le tensién a:.rectificar aplicada. Por tanto, pars euw-

55 pleer un cristel como detector, hay que tantesr con un con-
tacto metélico afilsdo la superficie del cristal haste que
se encusntra un punto de efecto rectificador. 4demds 1la
megnitud de la cepecidad tampoco puede determinerse de snte-
mano en este caso.

60 Estos 1nconvenientes no saxlsten en el sicstemsz de
electrodos del invento, pues en &1 cada punto de 1la capa
ccluciva tlene efscto rectificador, si & cada lzdo un punto
de uno de los elactrodos finsles =stéd en frente de un punto
del otro electrodo finsl.

65 %l invento perxite hacer la sutocapscidad extraordi-
neriamente peque?a, pues por lo menos uno de los contactos
se hace de la menor guperficie posiﬁle, ¥y el grusso de le
cepa oclusiva se elige 1o més pequerio posible, pero de msa-

- nere que se evite el peligro de rotura por descargs = la ten-
70 sidn normsl apliceada, Los medios que segin el invento se
empleen en combinacidn para consegulr el efecto deseado, ofre-
cen, en contraste con log conocidos, la posibilidad de deter-

minar de entemanc y conseguir, incluso en la febricseidn en

serie, un velor determinedo reproducible de 1a autocapacidad.
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Sobre tode la reproducibilidad, en relacidn con sl hecho

de que la zutocapacidad influye en el circuito en ques es-

t4 intercalede el sistewa, 3s de grsn importencia. Pera lo-
grar el efecto més fevorable en dicho circuito se tomesn cier-
tas medidas al proyectarlo., Si ls asutocapscidad de los di-
versos sistemes de electrodo fuera distints, & pesar de he-
berse tomado ciertes medidas, estes no podrian surtir efec-
tos en virtud de las dificultades con que se tropvezarfe &l
tener que reemplezar el sistema por otro de cspacidad dis-
tinta,

Se explicerid mds detallsdanente el invento con re-
ferencia & tres ejemplos de ejecucién.

@l primer ejemplo, que se ve en la figura 1, se re-
fiere a un sistema de electrodos en sl cual hay una capz
oclusiva de dxido silicico epliceda por sepsredo, y el elec-
trodo conductor tiene unes superficie de contacto limnitads,

Zn la figure 1, sobre el metal vhsico 1 de cobre
va aplicado & presidn el electrode semiconductor 2 de sul-
furo cuproso (CupS). Sobre el semiconductor se forma lea
cepe oclusive 7 eveporando una cantidad dosificads de éxi-
do eilicico (si0p), por ejerplo, hssta un grueso de 5 mipras.
Sobre esta cepa oclusiva ce gplica el electrodo buen conduc-
tor 4, que es de hierro y tiene un contacto de pegqueiia su-
perficie, por ejemplo C,25 mme.

La capacidad del sistems es determinsds en este ce-
g0 por el grueso de le cspa de 8102, y el temeXo de la su-
perficie de contacto de hierro 4; estos dos valores se tie-
nen en le meno. In le préctica la capacidad de este siste-
m&, que es, por ejemple, de 7,5 cm., es ccmpletsrente regu-
lar y reproducible en le fabricecidn en serie para ceda sis-
teme por separado.

Las desviacicnes zlcenzen en ls préctice solo algu-

noes tantos por ciento del verdsdero vslor desesgdo,
- 4 =




Lo mismo puede décirse de los ejemples que siguen,
®l segundo ejemplo,figure 2,se refiere a un sistems
110 de electrodns en el cual es de zluminio el electrodo conduc-

tor 5. FEl eluminio se provee por via electroquimica de une

’ g capa oclusiva 6 de bxido aluminico (31205) amorfo o crista-
line. Pere el semiconductor 7 se emplez sulfuro molibdéni-
co (MOSQ) que se prense sobre la capa owlusiva, Pesre 1li-

115 mitar la esutocapacidad del sisteme esté limitede le super-

ficie de contacto del hile 8, heciéndolo 3e un hile de co-
, bre delgado cyys seccidn normel no excede de C,3% mme, A con-
secuencie de la gran resistencia del semiconducter 7 puede
suponerse que de este cepa 7 vrécticamente sole interviene
en la conduccidn ls cclumna gque forma uns continuscién del

.- hilo 8, de maners que solo la superficie finsl e esta co-

y lamna influye en la cspecided. &n este caso es, pues, este

)30 hilo de corriente 8 la perte principel que influye en la

cepecided del sisteme, pues la misma depende de 1la magnitud
' 125 de su suverficie de contacto,
El grueso de ls cepa oclusiva puede determinerse de
entemene, porque sl formarla electroguimicamente puede csl-
cularse su grueso por le corriente de formacidn emplesds y
la duracidbn, teniendo en cuenta la natureslidsd del electro-
120 lito, Tembien en este ceso la sutocepecided estd, pues,
completemente determinada.
El tercer ejemplo, figurs 3, describe un sistema de
electrodos con un electrodoe semiconductor de selenio,
- Sobre una placa de latén 9 ge aplice selenio 1C en
135 estsdo liquido y se extiende hasta un grueso de C, C3mm,.
El conjunto se introduce en un horno y se caliente algin
tiempo (de 2 2 24 horass) & unos 2009C. Este tratsmiento
sirve para transformer el selenio de su modelided emorfs

en la criestelina conductors.
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14¢ Como electrodo electropositivo sirve un hilo de hie-
rre 11, que tiens en la parte inferior una superficie de
C.25 mme, TEsta superficie, y en su ceso también une parte
e lo largo de la superficie laterel del hilo, se rscubre de

sustancia de cape oclusive 12, gue puede ser resins artifi-

145 cigl, por ejemplo, pclistireno, después de lo cusl el hilo
se ceoloca con la superficie plane recubierts de polistire-
no sobre el selenio,

Esta solicitud que corrsspondé e la presentede en
Alemenie el 22 de Julio de 1935, bajo el ndmero 33,425

«
150 8§\HIIC/21 g, se scoge a los beneficios del artfculo 51 del

Ly

&3 vigente Estetuto de Propieded Industriel,
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Los puntos de invencién propia y nueva, que ge pre-
senten para que sean objeto de esta Fatente de VIINTE afos,

155 son los giguientes:

12, - Un sistems de electrodos pafa rectificar o
controler oscllaciones eléctrices de sltz o media frecuen-
cia, en el cuel los electrodos se camponen de capas de sus-
tancle de poder emiesor muy distinto, y estén separedos por

160 una cepa zisledors sélide: caracterizado por la combinacidn
de una capa occlusivs sisladora entre los electrodos, apli-
cede eeparadsmente, y une superficie limitada de contecto
de 1C mmc & lo sumo pars une por lo menos de 1lses nartes que
influyen en le cepacided del sistema,

165 29, - Un sistema de slectrodos segin se reivindice
en el punto 19, caracterizado porque la suverficie de con-
tectc limiteds esté formada por la superficie finel de un
electrodo negetivo =afilado y Tbuen emisor, que descan-

sa directemente en dichs superficie finesl sobre 1la caps

~
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oclusive montads sobre el electrodo positivo.

%20,- Un sistema de electrodos segin se reivin-
dice en el punto 29, caracterizado porque un semiconduc-
tor de sulfuro cuproso esté eplicsde a2 presidn sobre una
plece de latén que sirve de soporte y al propioc tiempo de
conductor de corriente, existiendo en la superficie libre
del semiconductor une cepe oclusive de éxido silfcico
(S105), sobre la cuzl va dispuesta uns variXla de hierro
puntiaguda en su sextreme con una superficie de contacto

sobre la cape oclusive de 0,25 mme sproximadeamenze,

40,- Un sistems de electrodos segin se reivingi-
ce en el punto 19, caracterizedo porque ls superficie de
contecto limiteds, esté formada por la superficie final
del conductor de corriente del elesctrodo positivo (semi-
conductor), el cuazl en una gran superficie estd en contac-
to con une cepe oclusive que descanse en el electrodo nege-
tivo,

50,~ Un slstema de electrodos eseglin se reivindice

en el punto 49, caracterizado porque el electrodo conductor
negetivo es de sluminio, que por lo menos en un lado esté
proviste por vis electrogquimice de una cepe oclusive de
b6xido aluminico (AlpCz) o chstelino, sobre el cuel va dis-
puesto a presibn el electrodo semiconductor de sulfuro mo-
libdénico (MoS,), yendo dispuesto en este electrodo un
conductor de corriente de cobre con una superficie de con-
tecto de C,% mmc aproximedamsnte,

62,~ Un sisteme de electrodos segin se reivindica
en el punte 1@, caracterizado porque la superficie limite-
ds de contacto estd formeda por una capa oclusiva dispuesta
como revestimiento del extremo del electrodo negstivo afi-

lado, descensando este Ultimo, junto con el revestimiento,

en ¢l electrodo pesitivo, dispuesto sobre unes bese conductors

-




205

3 )
S cENTINoS

que forma el conductor de corriente.

79.,- Un sistema de electrodos segin se reivindi-
ca en el punto 68, caracterizado porque como semiconductor
se emplea selanlo, que se sxtiende sobre una plsca de la-
tén, y sobre sl cuesl va dispuesto como electrodo conductor
un hile de hierro, recubiertoe por lo menos en el extremo
de contecto con pelistireno come cespa oclusive,

82,- Un sistema de electrodos. |

Tel y come se ha descrito en le Memorls que ante-
cede, representado en el dibujo que se acompeXe y con los
fines que ege han especificado,

Esta Memoria conste de ocho hojas escritas por

una solsas cars,

edrid, 11 de Lgosto de 1926.
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